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不同方法制备的犜犪２犗５薄膜光学性能和
激光损伤阈值的对比分析
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摘要　采用电子束蒸发（ＥＢＥ）和离子束溅射（ＩＢＳ）制备了不同的Ｔａ２Ｏ５ 薄膜，同时对电子束蒸发制备的薄膜进行

了退火处理。研究了制备的Ｔａ２Ｏ５ 薄膜的光学性能、激光损伤阈值（ＬＩＤＴ）、吸收、散射、粗糙度、微缺陷密度和杂

质含量。结果表明，退火可使电子束蒸发制备的薄膜的光学性能得到改善，接近离子束溅射的薄膜的光学性能。

电子束蒸发制备的薄膜的损伤阈值较低的主要原因在于吸收大，微缺陷密度和杂质含量高，而与薄膜的散射和粗

糙度关系不大。退火后薄膜的吸收和微缺陷密度都明显降低，损伤阈值得到提高。退火后的薄膜损伤阈值仍然低

于溅射得到的薄膜损伤阈值是因为退火并不能降低膜内的杂质含量，因此选用高纯度的蒸发膜料和减少电子束蒸

发过程中的污染有可能进一步提高薄膜的损伤阈值。
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１　引　言

　　Ｔａ２Ｏ５ 材料有着较高的折射率和较宽的光谱透

过范围（３００ｎｍ～１０μｍ），因此Ｔａ２Ｏ５ 薄膜被广泛

应用于光学领域［１，２］。制备 Ｔａ２Ｏ５ 薄膜的方法很

多，有电子束蒸发（ＥＢＥ）、反应磁控溅射、离子辅助

和离子束溅射（ＩＢＳ）等。电子束蒸发技术应用较

广，价格较低，但由于蒸发粒子动能较低（０．０１～

０．１ｅＶ），制备的薄膜呈现柱状结构，不够致密，折
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射率较低，光学稳定性较差。通过退火处理易使薄

膜致密，达到改善薄膜性能的目的。采用离子束溅

射方法，由于沉积粒子动能较高（约比电子束蒸发大

两个数量级），制备的薄膜具有较高的堆积密度，折

射率接近体材料，薄膜光学性能稳定性好。

激光系统中对薄膜元件激光损伤阈值的要求越

来越高，薄膜的激光损伤问题已成为限制激光向高

功率和高能量方向发展的主要瓶颈之一［３～５］。如何

提高薄膜的激光损伤阈值是当今光学薄膜领域一个

重要的研究课题。影响薄膜激光损伤阈值的因素相

当复杂，大量实验表明，除了激光本身的性质外，损

伤的发生与薄膜自身性质如吸收、散射、粗糙度、微

缺陷密度及杂质含量也具有一定的相关性。

本文对不同方法制备的Ｔａ２Ｏ５ 薄膜的光学性

能和激光损伤阈值进行了对比研究，并通过对薄膜

吸收、散射、粗糙度、微缺陷和杂质含量等性质的分

析，研究了影响Ｔａ２Ｏ５ 薄膜激光损伤阈值的因素。

２　实　验

２．１　样品制备

采用ＢＫ７玻璃作为衬底，分别采用电子束蒸发

和离子束溅射的方法制备了 Ｔａ２Ｏ５ 薄膜。电子束

制备采用纯度９９．９９％的 Ｔａ２Ｏ５ 膜料，本底真空

２×１０－３Ｐａ，烘烤温度３００℃，烘烤时间为２ｈ。沉积

过程中，不同的样品是保持其他条件一定，只改变氧

分压来实现的。实验中氧分压采用 ＨＹ９９４０Ｃ型复

合压强控制仪进行测量和控制。样品 ＥＢＥ１和

ＥＢＥ２ 的 氧 分 压 分 别 为 １．２×１０－２Ｐａ 和

２．２×１０－２Ｐａ。样品ＥＢＥ３和ＥＢＥ４是分别对这两

种条件下制备的薄膜在４００℃下退火１２ｈ得到的。

离子束溅射的样品采用双射频（ＲＦ）离子束溅射镀

膜机制备，溅射源和辅助源分别为１６ｃｍ和１２ｃｍ。

Ａｒ和Ｏ２ 供给射频离子源和靶材，溅射源的 Ａｒ流

量为４８ｍＬ／ｍｉｎ，射 频 中 和 器 的 Ａｒ 流 量 为

５ｍＬ／ｍｉｎ，辅助源的Ａｒ和Ｏ２ 的流量比为１∶４。溅

射 靶 材 是 纯 度 ９９．９９９％ 的 Ｔａ，本 底 真 空

４．０×１０－５Ｐａ，烘烤温度为１３６℃。样品ＩＢＳ１ 和

ＩＢＳ２在制备过程中的充氧分别为３．６×１０－２Ｐａ和

４．８×１０－２Ｐａ。

２．２　实验装置及参数

用ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ公司生产的Ｌａｍｂｄａ９００分光

光度计（仪器透射率测量精度±０．０８％）测量了样品

的透射谱，波长分辨率为１ｎｍ，根据透射谱拟合出

薄膜的折射率和消光系数。采用波长为１０６４ｎｍ的

Ｎｄ∶ＹＡＧ电光调犙单模激光对薄膜的激光损伤阈

值进行测量，垂直入射，重复频率１Ｈｚ，脉冲宽度

１２ｎｓ，样品表面光斑尺寸为０．４６７ｍｍ。激光在样品

表面的辐照间隔为１．５ｍｍ，采用１ｏｎ１的方式进

行测试，共计测量１０×１０点。实验中用ＣＣＤ显微

摄像头对损伤情况进行实时监测，并通过计算机对

激光能量自动采集，然后根据不同能量密度下的损

伤概率，采用线性拟合的方法得出零损伤概率时的

能量密度，作为薄膜的激光损伤阈值［６～８］。采用表

面热透镜技术对薄膜的弱吸收进行测量［６］。抽运光

为功率５０Ｗ，波长１０６４ｎｍ的连续激光束，由透镜聚

焦至样品表面，光斑直径约为６０μｍ。探测光为功率

２０ｍＷ的 ＨｅＮｅ激光，它经过透镜会聚至样品表

面，光斑直径约为４００μｍ。采用总积分散射仪
［９］测

量了薄膜样品表面的总积分散射（ＴＩＳ）分布，根据

标量散射理论得到了样品的表面均方根（ＲＭＳ）粗

糙度。在ＬｅｉｃａＤＭＲＸＥ显微镜暗场下对处理前后

的样品表面微缺陷密度进行测量，每个样品表面随

机测量１０点，测量中以直径大于５μｍ的缺陷为准。

采用ＶＧ９０００辉光放电质谱仪（ＧＤＭＳ）对不同方式

制备的薄膜内的杂质含量进行了测试。

３　实验结果及分析

图１分别为样品的透过率曲线、折射率和消光

系数曲线。在电子束蒸发条件下，ＥＢＥ２折射率比

ＥＢＥ１大并且消光系数低，表明充氧２．２×１０－２Ｐａ时

获得了光学性能较优的薄膜。离子束溅射条件下，

ＩＢＳ１和ＩＢＳ２折射率均较高，这是由于溅射过程中

粒子动量大，膜层较为致密。此外，消光系数也较

低，表明ＩＢＳ制备的薄膜光学性能最为优异。电子

束制备的薄膜退火后透过率得到提高，同时折射率

增大并且消光系数降低，接近离子束溅射薄膜的光

学性能。

图２示出了各种样品的激光损伤阈值，可以看

出电 子 束 制备 的薄膜损 伤阈值 较 低，分 别 为

４．２Ｊ／ｃｍ２ 和 ５．３Ｊ／ｃｍ２，退 火 后 分 别 提 高 至

８．５Ｊ／ｃｍ２和８．７Ｊ／ｃｍ２。离子束溅射制备的薄膜获

得了最高的损伤阈值，为１５．２Ｊ／ｃｍ２和１６．８Ｊ／ｃｍ２。

从表１可以看出，采用电子束蒸发制备的两种

薄膜，散射和粗糙度变化都不明显，并且退火后都有

所提高。而采用离子束溅射制备的薄膜，散射和粗

糙度均较大，这可能是由于溅射条件下烘烤温度

（１３６℃）低 于 电 子 束 蒸 发 条 件 下 的 烘 烤 温 度

（３００℃），薄膜表面粒子的热扩散效应减弱而导致

６９５１ 中　　　国　　　激　　　光　　　　　　　　　　　　　　　　　３５卷　



图１ 样品的透过率曲线（ａ），折射率（ｂ）和消光系数（ｃ）

Ｆｉｇ．１ Ｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅｓｐｅｃｔｒａ（ａ），ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘ（ｂ）

ａｎｄｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ（ｃ）ｏｆｔｈｅｓａｍｐｌｅｓ

图２ 样品的激光损伤阈值

Ｆｉｇ．２ ＬＩＤＴｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｓａｍｌｐｅｓ

的。根据实验中的损伤阈值测试结果，认为本实验

中散射和粗糙度对损伤阈值的影响不占主导作用。

此外可明显看出，电子束蒸发制备的薄膜退火后微

缺陷降低了一倍多，与离子束溅射制备的薄膜微缺

陷相近，表明微缺陷的降低有利于损伤阈值的提

高［１０］。

吸收是影响薄膜损伤阈值的一个重要因素，吸

收增大有利于材料吸收激光能量，从而导致损伤

表１ 样品的散射、粗糙度和微缺陷密度

Ｔａｂｌｅ１ Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ，ＲＭＳｒｏｕｇｈｎｅｓｓａｎｄｍｉｃｒｏｄｅｆｅｃｔ

ｄｅｎｓｉｔｙｏｆｔｈｅｓａｍｐｌｅｓ

Ｓａｍｐｌｅｓ ＥＢＥ１ＥＢＥ２ＥＢＥ３ＥＢＥ４ＩＢＳ１ＩＢＳ２

Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ／×１０
－４ １．９ １．８ ２．２ ２．１ ６．９ １２．８

ＲＭＳｒｏｕｇｈｎｅｓｓ／ｎｍ １．７ １．４ １．８ １．６ ２．６ ３．７

Ｍｉｃｒｏｄｅｆｅｃｔ

ｄｅｎｓｉｔｙ／ｍｍ
－２

　

１２．０

　

１１．７

　

５．０

　

５．５

　

５．７

　

５．３

图３ 样品的吸收

Ｆｉｇ．３ Ａｂｓｏｒｂａｎｃｅｏｆｔｈｅｓａｍｐｌｅｓ

的发生。从图３可以看出，ＥＢＥ１和ＥＢＥ２吸收较

大，并且不同点之间吸收率大小的起伏较大。吸收

较大是由于作为高价氧化物的氧化钽，在电子束蒸

发沉积过程中很容易因失氧而产生非化学计量比的

亚微缺陷，而这些亚微缺陷一般具有较大的吸收。

同时电子枪镀制容易产生喷溅，产生一些吸收较强

的结瘤缺陷。退火处理之后的样品吸收明显降低，

与ＩＢＳ制备的薄膜相近，并且表面各处的吸收率比

较均匀，不同点之间吸收率大小波动很小。这主要

是退火处理降低了薄膜的微缺陷（见表１），由于有

的微缺陷也是具有吸收作用的热缺陷，微缺陷的降

低可以使平均吸收率减小；同时退火处理时，存在氧

气从膜层表面向内部扩散和氧化效应，可以使氧化

钽薄膜的化学计量比得到有效改善，从而使薄膜的

吸收减小。退火前后ＥＢＥ薄膜的损伤阈值与吸收

的大小呈现一种反比关系，表明吸收的降低有利于

损伤阈值的提高。

表２ 主要的杂质含量（质量分数）

Ｔａｂｌｅ２ Ｐｒｉｍａｒｙｉｍｐｕｒｉｔｙｃｏｎｔｅｎｔｏｆｔｈｅｓａｍｐｌｅｓ

（ｍａｓｓｆｒａｃｔｉｏｎ）

Ｅｌｅｍｅｎｔｓ／１０－６ Ｎｉ Ｆｅ Ｍｏ Ｔｉ Ｎｂ Ｗ

ＥＢＥ２ １２．２ ３０．０ １５．６ １８．９ １９．２ １５．１

ＩＢＳ２ ＜１ ＜１ ２．５ ＜１ ２．４ ＜１

　　表２分别给出了ＥＢＥ２和ＩＢＳ２两种薄膜中的

杂质元素含量。可以看出，ＩＢＳ２中的杂质含量远低

于ＥＢＥ２中的杂质含量，这主要是由于溅射用的Ｔａ

７９５１　１０期　　　　　　　　许　程 等：不同方法制备的Ｔａ２Ｏ５ 薄膜光学性能和激光损伤阈值的对比分析



靶杂质含量低于Ｔａ２Ｏ５ 膜料中的杂质含量。此外

电子束蒸发过程中的真空度较低，对杂质含量也有

一定影响。杂质元素对损伤阈值的影响是不可忽略

的。以杂质元素Ｆｅ为例，假设在制备的薄膜中以

ＦｅＯ的形式存在
［１１，１２］。这种吸收性介质杂质的情

况和金属杂质的情况不同，因为介质材料有很小的

热扩散系数，很难在短时间内将热量传给周围的材

料，当其吸收热量后，会在杂质内部形成热量积累，

从而导致材料的熔融甚至气化。采用吸收性介质的

球形杂质模型来模拟该情况，具体的热传导方程

为［１３］

ｄ２（狉
－
犜′）

ｄ狉２
－
狊狉
－
犜′
犇ｐ

＝－
狉犙犐
犓ｐ狊

，　０＜狉＜犪，（１）

ｄ２（狉
－
犜′）

ｄ狉２
－
狊狉
－
犜′
犇ｈ

＝０，　　狉＞犪， （２）

－
犜 ＝

－
犜′， （３）

犓
ｄ
－
犜′
ｄ狉

＝犓ｈ
ｄ
－
犜
ｄ狉
，　　狉＝犪， （４）

式中犪为杂质半径，犇ｐ为杂质的热扩散系数，犇ｈ为

薄膜的热扩散系数，犙为吸收截面，犐为入射激光光

强，犓ｐ为杂质的热导率，犓ｈ 为薄膜的热导率，
－
犜 为

拉普拉斯变换温度，狊为拉普拉斯变量。该方程的解

为

犜＝
３犙犐
４π犓ｐ犪

１

３

犓ｐ
犓ｈ
＋
１

６
１－
狉２

犪（ ）｛ ２ －

２犪犫
狉π∫

∞

０
ｅｘｐ

－狔
２狋ｐ
γ（ ）
１

×

（ｓｉｎ狔－狔ｃｏｓ狔）（ｓｉｎ（狉狔／犪）ｄ狔
狔
２ （犮ｓｉｎ狔－狔ｃｏｓ狔）

２
＋犫

２
狔
２ｓｉｎ２［ ］｝狔

，（５）

式中狋ｐ为激光脉宽，γ１＝犪
２／犇ｐ，犮＝１－犓ｈ／犓ｐ，犫＝

（犓ｈ／犓ｐ） 犇ｐ／犇槡 ｈ。采用以上的模型进行计算，在

不考虑吸收截面变化的情况下，假设在４００ｎｍ厚的

Ｔａ２Ｏ５单层膜内分别含有半径１０ｎｍ，５ｎｍ和２ｎｍ

的ＦｅＯ杂质颗粒，在输出波长为１０６４ｎｍ，脉宽为

１２ｎｓ，输出能量密度为１０Ｊ／ｃｍ２的激光照射下，得

出温度升高分别为５．５５×１０４Ｋ，２．５０×１０４Ｋ和

０．９２×１０４Ｋ，如图４所示。这说明只需极少量杂质

的存在，就会在内部形成高温，从而使材料熔融甚至

气化，导致薄膜迅速损坏。当然，由于该模型并未考

虑到薄膜的热物理参数在激光辐照过程中会随着温

度升高而发生变化，同时忽略了杂质与外界的热传

导以及杂质自身的相变也会吸热，所以在实际情况

下，杂质难以升高到理论计算的温度，或在远小于该

温度前就导致薄膜损伤［１２］。此外，实验结果也表

明，尽管电子束蒸发制备的薄膜退火后吸收和微缺

陷密度与离子束溅射制备的膜相近，但损伤阈值仍

然低一倍，原因可能是膜层内的杂质元素含量较多。

当然究竟何种杂质对损伤阈值的影响占主导作用，

还有待进一步研究。

图４ ＦｅＯ杂质的温度升高曲线

Ｆｉｇ．４ ＦｅＯｉｍｐｕｒｉｔｙｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｒｉｓｉｎｇｃｕｒｖｅｉｎ

Ｔａ２Ｏ５ｆｉｌｍ

４　结　论

通过对制备的Ｔａ２Ｏ５ 薄膜的光学性能、激光损

伤阈值、吸收、散射和粗糙度的研究表明，尽管电子

束蒸发制备的薄膜光学性能劣于离子束溅射的薄

膜，但是如果进行优化条件下的退火处理，可以获得

接近于离子束溅射的薄膜的光学性能。此外，电子

束蒸发制备的薄膜无论退火前后损伤阈值均低于离

子束溅射的薄膜。因此，在对薄膜的光学性能要求

不是很严格的情况下，可以选择价格较为低廉的电

子束蒸发方法制备，并进行退火处理。如果需要高

损伤阈值的Ｔａ２Ｏ５ 薄膜，则需采用价格较为高昂的

离子束溅射方法。实验中还发现，退火使电子束蒸

发制备的薄膜的损伤阈值提高主要在于降低了薄膜

的吸收和微缺陷密度，然而薄膜的损伤阈值仍低于

离子束溅射制备的薄膜，则在于退火并没有降低薄

膜中的杂质含量。所以选用高纯度的Ｔａ２Ｏ５ 膜料

和减少电子束蒸发过程中的污染有可能会使损伤薄

膜的阈值进一步提高。

参 考 文 献

１　Ｇ．Ｎ．Ｓｔｒａｕｓｓ，Ｗ．Ｌｅｃｈｎｅｒ，Ｈ．Ｋ．Ｐｕｌｋｅｒ．Ｇａｓｐｒｅｓｓｕｒｅ

ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎｔｈｅｏｐｔｉｃａｌａｎｄ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＴａ２Ｏ５

ｆｉｌｍｓｐｒｏｄｕｃｅｄｂｙｒｅａｃｔｉｖｅｌｏｗｖｏｌｔａｇｅｉｏｎｐｌａｔｉｎｇ （ＲＬＶＩＰ）

［Ｊ］．犜犺犻狀犛狅犾犻犱犉犻犾犿狊，１９９９，３５１（１２）：５３～５６

２　Ｈ．Ｓｚｙｍａｎｏｗｓｋｉ，Ｏ．Ｚａｂｅｉｄａ，Ｊ．Ｅ．ＫｌｅｍｂｅｒｇＳａｐｉｅｈａ犲狋犪犾．．

Ｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ａｎｄ ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｐｌａｓｍａ ｄｅｐｏｓｉｔｅｄ

Ｔａ２Ｏ５ａｎｄＮｂ２Ｏ５ｆｉｌｍｓ［Ｊ］．犑．犞犪犮．犛犮犻．犜犲犮犺狀狅犾．犃，２００５，

２３（２）：２４１～２４７

３　ＭｅｉｑｉｏｎｇＺｈａｎ，ＴｉａｎｙａＴａｎ，ＤａｗｅｉＺｈａｎｇ犲狋犪犾．．Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆ

ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｎｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｈｉｇｈｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙ

８９５１ 中　　　国　　　激　　　光　　　　　　　　　　　　　　　　　３５卷　



ｃｏａｔｉｎｇｓ［Ｊ］．犗狆狋．犈狀犵．，２００６，４５（６）：０６３８０１

４　ＣｕｉＹｕｎ，ＺｈａｏＹｕａｎ’ａｎ，ＪｉｎＹｕｎｘｉａ犲狋犪犾．．Ｌａｓｅｒｄａｍａｇｅ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｏｆｔｈｉｒｄｈａｒｍｏｎｉｃｓｅｐａｒａｔｏｒａｔ１０６４ｎｍ［Ｊ］．犃犮狋犪

犗狆狋犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００７，２７（６）：１１２９～１１３４

　　崔　云，赵元安，晋云霞 等．三倍频分光膜在１０６４ｎｍ的破斑

特性研究［Ｊ］．光学学报，２００７，２７（６）：１１２９～１１３４

５　ＬｉＣｈｅｎｇｂｉｎ，ＪｉａＴｉａｎｑｉｎｇ，Ｓｈｕｎ Ｈａｉｙｉ犲狋犪犾．．Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ

ｌａｓｅｒｉｎｄｕｃｅｄｄａｍａｇｅａｎｄｕｌｔｒａｆａｓｔｄｙｎａｍｉｃｓｉｎｈｉｇｈｓｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ

ｃｏａｔｉｎｇ［Ｊ］．犃犮狋犪犗狆狋犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００６，２６（３）：４５８～４６２

　　李成斌，贾天卿，孙海轶 等．飞秒激光对高反膜的破坏及其超

快动力学过程［Ｊ］．光学学报，２００６，２６（３）：４５８～４６２

６　Ｙｕａｎ’ａｎＺｈａｏ，Ｙｉｎｇｊｉａｎ Ｗａｎｇ，ＨｕｉＧｏｎｇ犲狋犪犾．．Ａｎｎｅａｌｉｎｇ

ｅｆｆｅｃｔｓｏｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｌａｓｅｒｉｎｄｕｃｅｄｄａｍａｇｅｔｈｒｅｓｈｏｌｄｏｆ

Ｔａ２Ｏ５／ＳｉＯ２ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃｍｉｒｒｏｒｓ［Ｊ］．犃狆狆犾．犛狌狉犳．犛犮犻．，２００３，

２１０（３４）：３５３～３５８

７　ＷａｎｇＣｏｎｇｊｕａｎ，ＪｉｎＹｕｎｘｉａ，ＷａｎｇＹｉｎｇｊｉａｎ犲狋犪犾．．Ｈｉｇｈｌａｓｅｒ

ｉｎｄｕｃｅｄｄａｍａｇｅｔｈｒｅｓｈｏｌｄａｎｔｉｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎｃｏａｔｉｎｇｓｏｆ１０５３ｎｍ

ｄｅｐｏｓｉｔｅｄｂｙｉｏｎａｓｓｉｓｔｅｄｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ ［Ｊ］．犆犺犻狀犲狊犲犑．犔犪狊犲狉狊，

２００６，３３（５）：６８３～６８６

　　王聪娟，晋云霞，王英剑 等．离子束辅助技术获得高激光损伤

阈值的增透膜［Ｊ］．中国激光，２００６，３３（５）：６８３～６８６

８　Ｌｉｎｇ Ｂｏ，ＬｉｕＳｈｉｊｉｅ，Ｙｕａｎ Ｌｅｉ犲狋犪犾．．Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆ ｍｅｔａｌ

ｃｏｎｔａｍｉｎａｔｉｏｎｉｎｖａｃｕｕｍｃｈａｍｂｅｒｏｎｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｏｐｔｉｃａｌｔｈｉｎ

ｆｉｌｍｓ［Ｊ］．犆犺犻狀犲狊犲犑．犔犪狊犲狉狊，２００７，３４（７）：９８８～９９１

　　凌　波，刘世杰，袁　磊 等．真空室内金属杂质污染对光学薄

膜性能的影响［Ｊ］．中国激光，２００７，３４（７）：９８８～９９１

９　ＨａｉｈｏｎｇＨｏｕ，ＫｕｉＹｉ，ＳｈｕｚｈｅｎＳｈａｎｇ犲狋犪犾．．Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｏｆ

ｌｉｇｈｔｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ ｆｒｏｍ ｇｌａｓｓ ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ ｂｙ ｔｏｔａｌｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ［Ｊ］．犃狆狆犾．犗狆狋．，２００５，４４（２９）：６１６３～６１６６

１０　ＤｏｎｇｐｉｎｇＺｈａｎｇ，ＪｉａｎｄａＳｈａｏ，ＤａｗｅｉＺｈａｎｇ犲狋犪犾．．Ｅｍｐｌｏｙｉｎｇ

ｏｘｙｇｅｎｐｌａｓｍａ ｐｏｓｔｔｒｅａｔｍｅｎｔｔｏｉｍｐｒｏｖｅ ｔｈｅｌａｓｅｒｉｎｄｕｃｅｄ

ｄａｍａｇｅｔｈｒｅｓｈｏｌｄｏｆＺｒＯ２ｆｉｌｍｓｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍ

ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．犗狆狋．犔犲狋狋．，２００４，２９（２４）：２８７０～

２８７２

１１　ＴｈｏｍａｓＷ．Ｗａｌｋｅｒ，ＡｒｔｈｕｒＨ．Ｇｕｅｎｔｈｅｒ，ＰｈｉｌｉｐＥ．Ｎｉｅｌｓｅｎ．

Ｐｕｌｓｅｄｌａｓｅｒｉｎｄｕｃｅｄｄａｍａｇｅｔｏｔｈｉｎｆｉｌｍｏｐｔｉｃａｌｃｏａｔｉｎｇｓ—ｐａｒｔ

２：ｔｈｅｏｒｙ ［Ｊ］．犐犈犈犈犑．犙狌犪狀狋狌犿 犈犾犲犮狋狉狅狀．，１９８１，犙犈１７

（１０）：２０５３～２０６５

１２　ＷｕＳｈｉｇａｎｇ，ＳｈａｏＪｉａｎｄａ，ＹｉＫｕｉ犲狋犪犾．．Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆｉｍｐｕｒｉｔｉｅｓ

ｏｎｔｈｅｄａｍａｇｅａｎｄｐｒｏｐｅｒｔｙｆｏｒＨｆＯ２ｃｏａｔｉｎｇｍａｔｅｒｉａｌ［Ｊ］．犚犪狉犲

犕犲狋犪犾犕犪狋犲狉犻犪犾狊犪狀犱犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，２００６，３５（５）：７５７～７６０

　　吴师岗，邵建达，易　葵 等．ＨｆＯ２ 膜料中的杂质对薄膜损伤及

性能的影响［Ｊ］．稀有金属材料与工程，２００６，３５（５）：７５７～７６０

１３　Ｒ．Ｗ．Ｈｏｐｐｅｒ，Ｄ．Ｒ．Ｕｈｌｍａｎｎ．Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ ｏｆｉｎｃｌｕｓｉｏｎ

ｄａｍａｇｅｉｎｌａｓｅｒｇｌａｓｓ［Ｊ］．犑．犃狆狆犾．犘犺狔狊．，１９７０，４１（１０）：

４０２３～４０３７

９９５１　１０期　　　　　　　　许　程 等：不同方法制备的Ｔａ２Ｏ５ 薄膜光学性能和激光损伤阈值的对比分析


